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※概要（Summary ）： 

異なる温度の基板上に酸素雰囲気中で Gaを高温斜め

蒸着した．基板温度 300℃以下では従来の斜め蒸着膜

によく見られる斜めコラム構造が成長した．一方基板

温度 580℃以上では直線的なβ-Ga2O3 ナノワイヤが

成長した．興味深いことに中間の温度領域では枝分か

れしたナノワイヤが成長した．高温斜め蒸着法を用い

てさらに研究を続けることで，成長のダイナミクスに

せまることができると期待される． 

 

※実験（Experimental）： 

 あらかじめ基板には平均膜厚 3 nmの Auの島状薄

膜を形成した．蒸着角 85°にセットした基板に O2ガ

スを吹き付けながら Ga を蒸着した．O2 の導入量は

0.3 sccmで蒸着時の真空度を 1.7x10-3 Paで一定に保

った．基板の温度を室温から 750℃までかえて試料を

作製した．作製した試料を超高分解能電界放出形走査

電子顕微鏡で観察した． 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 1に異なる基板温度で作製した試料の SEM像を

示す．基板温度 300℃以下ではアモルファスの斜めコ

ラム構造が成長した．一方基板温度 580℃以上の高温

ではβ-Ga2O3 単結晶ナノワイヤが成長した．そして

興味深いことに，中間の温度領域では枝分かれしたナ

ノワイヤが成長することを発見した．β-Ga2O3 単結

晶枝分かれナノワイヤは高感度の紫外線センサなど

へ応用できる可能性があり，有用性という観点からも期

待できる． 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

現在，台湾側の協力で TEM による構造解析を進めてお

り，近日中に論文誌に投稿するべく準備を進めている． 
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図 1. 異なる基板温度で作製した試料の SEM像． 


